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/Pb nanofilms on Si(111) - &pp = 83 nm, Ap = 1.06 nm
Y. Guo et al. Science 306, 1915 (2004)
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/Pb nanofilms on Si(111) - &pp = 83 nm, Ap = 1.06 nm N

D. Eom et al. Phys. Rev. Lett. 96, 027005 (2006)
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Cienka warstwa Al
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P. Wojcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106
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/P Wejcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106 N
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/ P. Wojcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106

Przerwa nadprzewodzgca funkcji grubosci
nanowarstwy i koncentracji elektronowej
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Energy gap measurement of
nanostructured aluminium thin films for
single Cooper-pair devices

N A Court, A J Ferguson' and R G Clark
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/" Poréwnanie z eksperymentem I
P. Wojcik, M. Zegrodnik, Phys. Stat. Solidi. b (2014), 251, 106
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Persistent Superconductivity in Ultrathin Pb Films: A Scanning Tunneling Spectroscopy Study
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Poroéwnanie z eksperymentem

Uwzglednienie wptywu ztgcza Si/Pb

Y. Chen et al. Phys. Rev. B 85, 224517 (2012) Si(111)
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Przerwa nadprzewodzgca w funkcji grubosci nanowarstw Pb. Porownanie z eksperymentem.
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Przejscie metal nadprzewodnik indukowane polem magnetycznym

y I

Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb — przyblizenie paramagnetyczne
P. Wojcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
P. Wojcik, M. Zegrodnik, Physica Status Solidi b, 2015, DOI: 10.1002/pssb.201552067
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Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb — przyblizenie paramagnetyczne
P. Wéjcik, M. Zegrodnik, Journal of Physics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
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Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov state

BCS - parowanie (k1,-k|) FFLO - parowanie (k1,-k+q|)

X t /.k !
Kie okt (-:Ik;rq},,,,, it
! ¢./' -’//.
* (a) K+l (b

Warunki stablinosci fazy FFLO
1. uktady ultra-czyste
2. pomijalny efekt orbitalny

nadprzewodniki ciezkofermionowe
nadprzewodniki organiczne 2D
cienkie ultra-czyste warstwy metaliczne ?




Faza FFLO w cienkich warstwach Pb
P. Wéjcik, M.Zegrodnik,
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http://arxiv.org/pdf/1412.4327.pdf
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Faza FFLO w cienkich warstwach Pb A
% P. Wéjcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327
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Faza FFLO w cienkich warstwach Pb
P. Wojcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327

(a) resonant thickness qs>> q1,» ky
A

W uktadzie moze pojawic
sie jeden wektor g ktory
jest pewna wypadkowa
niedopasowania z
wszystkich podpasm

P
v .,es;,ﬁ\iv%:
b
Y

XX I‘S

%

Schematyczny rysunek przedstawiajgcy wyjasniajgcy niszczgcy wptyw warunkéw rezonansu na faze FFLO



http://arxiv.org/pdf/1412.4327.pdf

e

Faza FFLO w cienkich warstwach Pb

P. Wéjcik, M.Zegrodnik, arxiv:1410.4327

1) Powstajg podobszary o roznym wektorze q
2) Liczba podobszaréw stabilnosci fazy FFLO odpowiada liczbie pasm

uczestniczgcych w parowaniu
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4 Faza FFLO w nanodrutach D
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4 Faza FFLO w nanodrutach D

P. Wojcik, M.Zegrodnik, J. Spatek, PRB (2015)
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4 Faza FFLO w nanodrutach

P. Wojcik, M.Zegrodnik, J. Spatek, PRB (2015)
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4 Faza FFLO w nanodrutach N
P. Wojcik, M.Zegrodnik, J. Spafek, PRB (2015)

() R=0.97 nm FF

(I) R=1.13 nm No FF

Warunek powstania fazy FFLO :
Stan rezonansowy nie moze miec¢
najwiekszej orbitalnej liczby kwantowej
|Im| sposrdd pasm uczestniczgcych w
parowaniu.

Relacje dyspersji, przerwa nadprzewodzgca

w funkcji potozenia, oraz wktad poszczegdlnych
pasm w (m,j) w przerwe nadprzewodzgcg. Wyniki
zaprezentowane dla dwoch promieniu nanodrutu:
w ktorym powstaje faza FF (lewy) i nie powstaje
faza FF (prawy)
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Podsumowanie:

1. Witasnosci nadprzewodzgce nanostruktur metalicznych
oscylujg w funkcji ich rozmiarow geometrycznych —
kwantowy efekt rozmiarowy potwierdzony eksperymentalnie

2. Formuta CC na krytyczne pole magnetyczne w przyblizeniu
paramagnetycznym nie jest spetniona dla cienkich warstw
metalicznych.

3. Obszar stabilnosci fazy FFLO w cienkich warstwach oscyluje
w funkciji ich grubosci, przy czym warunki rezonansu ksztattu
niszczg faze FFLO, obszar stabilnosci fazy FFLO dzieli sie na
podobszary, ktorych liczba zalezy od liczby podpasm biorgcych
udziat w parowaniu.

4. W cylindrycznych nanodrutach metalicznych faza FFLO moze
by¢ indukowana przez efekt orbitalny
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Pole krytyczne dla cienkich warstw Pb — przyblizenie paramagnetyczne
P. Wojcik, M. Zegrodnik, Journal ofPh)/sics: Condensed Matter 2014, 26, 455302
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Wplyw efekt orbitalnego

T T T T | T | I D.E T ¥ T ¥ T ¥ T L T
30 L(@)T=0K 04 N :zﬂgn 4 Pauli limit
- | T g
7 — 5 \'fﬂ’ sy 05} —
L] T AAAL TRl . ]

N 25 12+ e,

E I 5 10 15 20 25

4 . 20 H d(ML) — . 0.4} =

) o n A
o i

] 5 03 =
N7,) ] =
o pu— - orbital effect

S 10 | no orbital effect (Pauli) | ' =

h . . I I : D-z I i 1 i I i 1 - I - 1
A 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 30

d(ML) d (ML)

Znormalizowana temperatura w ktorej
przejscie metal-nadprzewodnik staje sie
przejsciem | rodzaju w funkcji grubosci
warstwy.

Pole krytyczne w funkcji grubosci
nanowarstw Pb z oraz bez uwzglednienia
efektu orbitalnego.




4 Faza FFLO w cienkich warstwach

Hamiltonian
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